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Обработку расплава Al-18% Si осуществляли однополярным им-
пульсным электрическим током с периодически изменяющейся часто-
той и последующим охлаждением со скоростью 20 К/мин. В зависимо-
сти от плотности тока образуется два основных типа структур, характе-
ризующиеся: 1 - первичными кристаллами кремния компактной формы 
(10-20 мкм) и дендритами алюминиевого раствора; 2 – практическим 
отсутствием первичных кристаллов кремния. Для обоих случаев харак-
терно значительное увеличение степени дифференцировки эвтектиче-
ских составляющих. Эвтектический кремний представляет собой пло-
ские дендриты толщиной 40-300 нм,  прорастающие от габитусной 
плоскости (Рис 1а). В пределах 1-4 мкм габитусная плоскость изменяет 
свое направление, в результате чего формируется изотропный наномер-
ный  кремниевый каркас. После глубокого электролитического травле-
ния выявлены пространственные  кремниевые кристаллы в форме тру-
бок (см. рис. 1б). Рентгеноструктурным анализом установлено наличие 
кремниевых кристаллов различных модификаций. С большой долей ве-
роятности можно утверждать, что при низких плотностях тока (первый 
тип структуры) преимущественно образуется  кремний с  тетрагональ-
ной кристаллической решеткой, обнаруженный после прессования 
(JCPDS, 39-0973). Во втором типе структур предположительно присут-
ствует политипная модификация кремния, ранее полученная путем за-
калки в специальной водно-спиртовой среде (JCPDS, 41-1111). 
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Рис. 1 Растровая электронная микроскопия сплава Al-18% Si, Vохл
= 
20 
К/мин 
